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Ga2O3は主に, ,  (), の 4つの結晶構造をとり得ることが報告されており、いずれもバンド

ギャップエネルギーEgが 4.5~5.2 eVのいわゆるウルトラワイドバンドギャップ半導体である。そ

れらのうち常圧における最安定相は-Ga2O3 (Eg = 4.5 eV) であり、融液成長による高品質基板が利

用可能なことから、主にパワーデバイスに向けて最も開発が進んでいる[1, 2]。 

一方、本講演のターゲットであるその他の相は準安定相であり、高温で相に転移するが、それ

ぞれが相には無いユニークな特長を有し、それを活かしたデバイスの実現が期待される。例えば、

-Ga2O3 は報告されている中で最も Eg が大きいうえ (5.2 eV)、同じコランダム構造を有する

-Al2O3 (サファイア) との混晶成長が組成比の制限なく行えるのでバンドエンジニアリングの自

由度も高く、高性能パワーデバイス材料として有望である[2, 3]。また、直方晶である ()相は自

発分極を有し[4]、高濃度 2DEGの形成とそれを利用したデバイスが期待されている。 

準安定 Ga2O3のデバイス応用のためには、相制御された薄膜のエピ成長技術を確立する必要が

ある。現在のところ、ミスト CVD、HVPE、MBE、MOCVD、PLD等の報告例がある。準安定 Ga2O3

は融液成長による基板が利用できないので、薄膜成長はヘテロエピで行う必要がある。その際、

狙った相を単相成長するためには、成長温度と基板 (あるいはバッファ層) を適切に選択すること

が重要である。成長手法によっては、さらに酸素原料/ガリウム原料比や基板面方位なども併せて

最適化する必要がある。本講演では、我々が取り組んでいる HVPEを中心に、準安定 Ga2O3の相

制御の現状やデバイス応用に向けた高品質化の取り組みを紹介する。 
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